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  本實驗以射頻磁控濺鍍厚度 100 nm 之 NiO 薄膜於康寧 1737 F 玻璃基板上，探討不同氧對氬流率比{O2/(O2+Ar) , % of O2}對 NiO 薄膜微結構、電及光學性質之影響。因為氧化鎳

的能隙為 3.6 ev ~4.0eV，所以能呈透明狀態。而在電性方面，化學計量比下的氧化鎳電阻率高達 1013Ω-cm，若使氧化鎳產生 Ni 離子空位，將會增加載子濃度，有助於氧化鎳的電阻

率下降。本研究發現 NiO 薄膜之電阻率隨氧對氬流率比升高而下降，其原因為 Ni2+離子空位隨氧對氬流率比升高而增加。 
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1. 氧化鎳薄膜電阻率及穿透率皆會隨氧對氬流率比之升高而降低。 

2. 氧化鎳薄膜中之載子濃度及晶格常數皆隨氧對氬流率比之增加而上升。然而，薄膜結晶性卻隨之下降。 
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圖一、氧化鎳薄膜電阻率隨氧對氬流率 

比之變化情形 
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圖四、不同氧對氬流率比之氧化鎳薄膜 

穿透率隨入射光波長之變化情形 
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圖二、不同氧對氬流率比濺鍍之氧化鎳 

薄膜的 XRD 圖 

圖三、氧化鎳薄膜晶格常數隨氧對氬流 

率比變化之情形 
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圖六、氧對氬流率比為 0%之氧化鎳薄膜 

   的 HR-TEM 晶格影像 (O2/O2+Ar = 0%)  

 

圖八、為圖六之高解析晶格影像擇 

   A 區域作 EDS 成分分析之結果  

 

Position C 

Ni：O =39.87：60.12

Position C 

Ni：O =39.87：60.12

圖十、為圖七之高解析晶格影像選擇 

     C 區域作 EDS 成分分析之結果  
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表二、氧對氬流率比與氧化鎳薄膜之載子遷移率 

及載子濃度之關係: 

  UV-Vis 磁控濺鍍機 Four point probe   X 光繞射儀   Hall measurement 

 

HR-TEM 

圖七、氧對氬流率比為 0%之氧化鎳薄膜的    

   HR-TEM 晶格影像(O2/O2+Ar = 100%) 
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表一、濺鍍 NiO 薄膜之相關

參數 
濺鍍參數 參數設定 

基板材料 康寧玻璃 1737F 

背景真空 ＜ 5 × 10-7 Torr 

射頻濺鍍

功率 
NiO：80 watt 

% of O2 
 0%、10%、30%、50%、

70%及 100% 

基板轉速 10 rpm 

基板溫度 室溫 
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光學性質的量測 

 

電性質的量測 

 

 

圖九、為圖七之高解析晶格影像選擇 

B 區域作 EDS 成分分析之結果  

 

圖五、氧化鎳薄膜隨不同氧對氬流率比 

      之微探測儀圖譜 
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 Four point probe 

X-ray diffraction 

 

Hall measurement 
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 HR-TEM  

Ni1-x Ox (x=0.5)晶格二維示意圖 

Ni1-x Ox (x>0.5)晶格之二維示意圖 

氧化鎳晶格原子排列示意圖 
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